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Transistor a effet da champ. 



@ Llnvenbon a pour objat tin 'transistor a effet de champ 
component une region da source 4. una region da drain 3 et 
una region de canal recouverta par una griSe de commence 
30, dsns toque) ts region de source et/ou la region de drain a 
una zone acQacenta a la grffle. dfifimitee par deux bords 
formant deux -coins evec la grille qui sort sttues du cote du 
canal et qui out une forme airondie ou btsseauteo pour reduire 
le risque de dequap£ dans ces coins en cas de surtensbns da 
b region on cider ee et te subatrat 
Application sux transistors ft effet de champs. 
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TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP 



La presente invention concern© un transistor & effet 

de champ* 

De facon classlque, comme cela est reprisente sur la 
figure 1, un transistor A effet de champ comporte uno region de 

5 source 4, une region de drain 3 et une region de canal 
recouverte par la grille de commando 20 de ce transistor. Les 
. regions de source et de drain sont obtenues par implantation et 
diffusion de dopants dans le substrat . En dehors de ces tones 
le substrat est recouvert d'oxyde epais 1. Les regions de drain 

10 et de source ant cbacune une zone adjacent© ft la grille. - En vue 
de dessus,.la grffle & la forme d'un ruban, les regions de drain 
et de source sont delimiters de l'oxyde epais 1 par deux bords 
11 et 12 de longueur suffisante pour permettre les connexions 
sur le circuit. Pour simplifies les bords 11 et 12 ont 6tt 

15 interrompus de maniere A faire apparaitre deux autres frontieres 
10 'et 14 avec l'oxyde epais pour dtflnir la. zone active 100 du 
transistor. Bien entendu, les bords 11 et 12 peuvent, comme 
cela est repr*sente, avoir une direction rectiligne en se 
rapprochant des frontteres 10 et 14, mais Us peuvent figalement 

20 avoir une direction oblique en se rapprochant de ces frontieres. 
Les bords 10 et 11 d&imltant les regions de drain et de source 
sont perpendiculaires aux bords de la grille dans les zones 
drain et source adjacentes h la grille. Ces deux bords 10 et 11 
foment chacun avec chacun des bords de la grille un coin 21. 
2S Les frontieres 10 f 11, 12, 14 de l'oxyde epais deOnissent la 
zone active du transistor. Les bords de la grille se trouvent & 
l f aplomb des regions source et drain du transistor. 

Or, ces transistors sont vulnerabks en cas de 
surtension entre la region de drain et le substrat ou en cas de 
30 sur tension entre la region de source et le substrat. 
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- La figure 2, une vue de dessus de la tone active 
100 d'un transistor a effet de champ ; 

- la figure 3, une vue de dessus d'un transistor a 
effet de champ selon une premiere varlante d'un premier mode de 
realisation de l'lnventlon ; • 

- ia figure 4, une vue de dessus d'un transistor a 
effet de champ selon une deuxieme varlante du premier mode de 
realisation de l'lnventlon ; 

. la figure 5, une vue de dessus de la zone active 
500 d'un transistor & effet de champ selon une premiere varlante 
d'un deuxieme mode de realisation ; 

- la figure 6, one vue de dessus du transistor & effet 

de champ selon la figure 4 ; 

- la figure 7, une vue de dessus d'un transistor a 
effet de champ selon une deuxieme varlante du deuxieme mode de 
realisation ; 

la figure 2 represente la vue de dessus de la zone 
active 100 du transistor. Cette tone est deflnle par les 
fronUeres 10, 11, 12, - 14 entre l'oxyde epals 1- et le 
transistor, les bords 11 et 12 sont Buffisamment longs pour 
permettre les connexions du transistor. Ces bords sont 
mtcrrompus sur toutes les figures pour mleux montrer la tone 
active du translator. Pour staplifler egalement la 
representation, les bords 11 et 12 sont rectilignes proches des 
frontl&res 10 et 14, Bs pourralent blen entendu etre obliques a 
ce niveau lft. On a done, pour staplifler, deltaute la xone 
active 100 du transistor par les frontieres 10, 11, 12, 14. 
la definition de la zone active du transistor se fait de manlere 
dasslque par un procedft d'oxydatitm localisee qui cpnslste en 
un premier temps & deposer du nitrure de slllclum que l'on 
grave ensuite selon le motif deflnissant cette rone active. On 
precede ensuite . a une oxydatton du sfllchim la ou fl h'est pas 
protege par te nitrure puis on retire ce nitrure. Les autres 
4tapes sont decrltes en reference a la figure 3 pulsque cette 
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figure 3 represent© line vue dp dessus complete du transistor k 
. effet de chwnp. 1/etape suivanle consiste a effectuer une 
oxydation en eouehe mince pour former l'oxyde de grille. On 
pratique ensulte un depot de sllichim polycristallin que Ton 
5 grave pour definir la grille et des interconnexions. 

On procede par allleurs de manlere classique a une 
" implantation de type n* pour un transistor MOS k canal n, ce 
qui perroet de definir de part et d'autre de la grille une region 
de drain et une region de source dans la zone active oti 
10 Implantation n'esl pas masquee ni par I'qxyde epals, ni par la 
grille. 

La figure 3 reprSsente done le schema complet du 
transistor dont la realisation correspond aux Stapes 

15 preeedemment decrites mais dont le dessin de la grille 30 est 
different des dessins dassiques. Cette figure correspond 4 un 
premier mode de realisation de ^invention. Ce premier mode 
consiste a utiliser une grille 30 en forme de ruban ayant deux 
bords longitudinaux 7 et 8 et deux extremites 5 et 6, les 

20 e*tremftes etant situees au dela des frontieres 11 et 12. Les 
extremitts B et 6 sont, selon lWntion, evasees k 1'endroit 
oi la grille s'apprahe des bc3ptfs frontieres 11 et 12. 

. Selon une premiere varlante de ce mode de realisation, 
revasement consiste en un eearteroent des bords 7 et 8 de la 

25 grille, ces bords prenant en s'ecartant, une forme arrondie 
deTinie par les arcs de cercle 9. 

L'6vasement peut 6galement consister en un evasement 
du bord 8 du cdt6 du drain par rapport au bord 7 du c6te\ de la 
source. Atosl, au molns un bord, le bord sltue* du cdte du 

SO drain, comporte en chacune de ses extremites un arrondi 9. La 
projection vertlcale de ces arrondis intercepts les bords 11 et 12. 

La figure 4 repre^ente une deuxleme varlante du 
premier mode de realisation du transistor selon ^invention. 
Cette varlante consiste 4galement a utiliser une grille en forme 
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de rubnn dont les extr&nites 5 et 6 s'evasent a l'endrolt oil la 
grille s'approche dea bords frontleres Jl et 12. Cependant scion 
cette varlante les bords 7 et 8 du ruban ont une forme biseauUe 
au lieu d'un arrondi. Les bords 7 et 8, ou le bord 8, au moins, 
5 (bord sltue du cdte de la region de drain), comporte en ses 
extr^mlteB 5 et € un troncon 13 blseaute. La grille est placee 
de sorte que la projection vertJcale de chaque troncon 13 
Intereepte un c6te 11 ou 12. 

10 Sur la figure 5, on a represents la zone active 500 . 

d f un transistor selon l'inventlon. Cette figure correspond a un 
deuxleme mode de realisation de ^invention dans laquelle, la 
frontlere entre l'oxyde 4pais 1 et la rone active a un dessln 
different du dessln dassique. Cette frontlere est constituee 

15 par les bords 51, 52, 10 et 14. Pour les memos raisons que 
celles ennoncees a propos de la figure 2, les bords 51 et 52 ont 
ele interrompus. 

Cette figure represente une vue de dessus du 
transistor. La region active 500 est entourte d'oxyde epais 1. 

20 Cette region active 500 a dans la partle relative a l'inventlon 
deflate par les zones proches de la grille, la forme d'un 
dlabolo ou d'une section dlametrale de poulie. La partle 
relative a Invention est definie par les bords 51 et 52 et 
deux autres frontleres fictives 40 qui sent trftcees en traits 

25 polntllles pour delimiter ce que i'on entend par zone proches de 
la grille. Cette figure correspond done a un deuxleme mode de 
realisation, mais egalement a une premiere variant© de ce 
deuxleme mode. 

SO 

Sur la figure 6, on a represente le schema complet du 
transistor vu de dessus, d'aprfe le deuxleme mode de 
realisation. Le transistor a la forme d'un paplllon dont la 
regkm de source 4 et la region de drain 3 represented les 
35 aHes et dont la grille 60 represente le corps. 
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La grille 60 & la forme d f un ruban, Les bords 51 et 52 
ont la forme d'une gorge au niveau de la region de canal. La 
gorge 42 correspondent a la gorge de la potflie et constituent la 
region de canal, s^vase en prenant une forme arrondie (selon 
5 cette premtere varlante). Les bords frontieres 51 et 52 
comportent done au moins deux arrondls 41 ces arrondls etant 
sltu6s du cdt* de la legion du drain 3. EUe peut Ggalement 
comporter deux arrondls 41 du c6t6 de la region de source 4. La 
grille est plac^e de sorte que les bords 61 et 62 de la 
JO projection verticals de cette grille 60 intercepted les arrondls 41. 

Sur la figure 7, on a reprAsente une vue de dessus 
d\m schema complet d\m transistor selon l'inventlon, qui 
correspond A une deuxietne varlante de ce deuxieme mode de 

J5 realisation. D'aprds cette varlante la gorge 42 de/la poulie 
s'tvase en prenant une forme blseautee. La grille en forme de 
ruban ou de bande, est placte de sorte que les troncons de 
biseau 43 des bords 51 et 52 Interceptent le bori 61 (cote 
drain) dB la projection verticale de la grille 60. Les troncons 

20 de biseau 43* peuyent Ggalement intercepter le bbrd 62 (cote 
source) de la projection verticale de la grille 60. 
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REVKNDICATTONS 

• • 1. Transistor A effet de champ coinportant une region 
de source (4), une region de drain (3) et une region de canal 
recouverte par une grille de commmande (30, 60), la region de 
source et/ou la region de drain ayant une rone adjacent© a la 

5 grille, delimited par deux bords formant deux coins avec la 
grille, ces deux coins etant situes du cote du canal, 
caracterise en ce que ies coins (9, 13, 41, 43) du cote du canal 
sont biseautes ou arrondis pour require le risque de claquage 
dans ces coins en cas de surtension de la region considered et 

20 le substrat. 

2. Transistor a effet de champ selon la revendlcatltm, 
1 caractgrise 1 en ce que )e transistor est ferine dans une zone 
(100) entouree d'oxyde epais et en ce que la grille a une forme 

15 de ruban (30) qui s'evase a ses deux extremltes (5, 6) a 
I'endroit ou la grille s'approche de la frontiere entre ladlte 
region et I'oxyde epais. 

3. Transistor a effet de champ selon la revendleation 
20 1, caracterise en ce que le transistor est fonn6 dans une zone 

(500) entouree d'oxyde epais et en ce que ce transistor a une 
forme de paplllon dont la region de source (4) et la region de 
drain (3) represented lea ailes. et la grille (60) le corps de 
l'insecte. 

25 

4. Transistor a effet de champ selon la revendleation 
1, caracterise en ce que le transistor est forme" dans une' zone 
(500) entouree d'oxyde epals ayant une forme analogue a une 
section diametral© de poulie prisentant une gorge evasee (42), 

30 la grille (60) 6tant constitute par une bande dont un bord (61) 
au molns passe & I'aplomb d'un bord (43) evase de la gorge. 
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